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Motivacao e Objetivos

Silicon Drift Detectors (SDD) sao detectores muito utilizados
em analises de Raio-X caracteristico, pois apresentam uma
otimo resolugcao e numero de contagens. Para um uso
otimizado do equipamento € necessario determinar a sua
eficiéncia experimentalmente, a principal motivacao desse
trabalho € determinar esta eficiéncia para um SDD empregado

em analise PIXE.

Silicon Drift Detector (SDD)

Silicon Drift Detectors permitem analises rapidas e precisas de
espectros de Raio-x. A grande qualidade atingida nesse tipo de
equipamento se deve a sua configuracao unica (Figura 1), que
garante uma area sensivel muito maior comparada as de outros

detectores.
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Figura 1: Configuracdo de um SDD cilindrico usado para detec¢édo de
Raio-X com transistor de efeito de campo acoplado. Fonte: LECHNER
(19906).

Eficiencia de Deteccao

A intensidade do raio-x caracteristico detectado, devido a um
elemento X, esta diretamente relacionada com a sua
concentracao na amostra, a eficiencia do detector afeta
diretamente essa medida, desta forma um valor preciso da
eficiéncia € essencial para obter informacdes quantitativas com
esse tipo de equipamento. O software GUPIXWIN permite
estimar essa grandeza a partir do fator H, obtido através da
analise de PIXE com amostras padroes.
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Metodologia e Analise

Neste primeiro momento os fatores H foram calculados para
diferentes energias, esta constante instrumental nada mais é que
a combinacao entre a eficiéncia intrinseca e do angulo solido do
detector. Foram medidas padroes de PrF3, EuF3, Sn, Au, In,
CuSx, CsBr ,SiO, Fe, Ge, BaF2, Ag, YbF3, GaP, Pb, Mn, KCI,
CdSe, NaCl, SrF2, Al, Ti, MgF2, WO3, AgHg, Nb203, ZnTe, Ni,
Bi, Cu, Cr, Co, LiF , Rbl, CaF2 e NaCl.

A partir de um H falso obtemos uma concentracao falsa a razao
entre a concentracao falsa e a verdadeira (conhecida de
antemao) deve ser igual a razao entre o H falso e o verdadeiro,

assim encontramos o H em fungao da energia (Figura 2).
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Figura 2: Fator H em funcao da energia em keV.

Conclusao

O proximo passo do projeto sera determinar o angulo solido,
através de simulacoes, para entao achar a eficiéncia do detector.
Porém com esses dados preliminares observamos que o fator H
apresenta um comportamento bem mais complexo do que os
encontrados para o outro detector de Si(Li) o que pode indicar

um comportamento menos linear da eficiéncia.
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